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１．概要（Summary） 

無線情報通信システムは年々高速化しており、これら

には使用する電波の高周波数化などが大きく貢献してい

る。一方、高周波による高速化は送信距離の減少というト

レード・オフの関係があり、今後可視光や他の手法を用い

た無線通信システムとの併用が期待されている。可視光

はセキュリティーが高いこと、室内照明システムを活用で

きることから、大容量通信が実現できればその応用範囲

は広いと考えられる。情報送信側としてマイクロLED[1]や

VCSELを用いることでGHz帯の通信が可能になるという

報告がされているが、受信側である光センサは波長選択

性や受光感度の増大が必要などの課題が残っている。こ

れまで、本グループでは2次元電子ガスを用いた

AlGaN/GaInN/GaN系HFETを報告してきた。このデバ

イスは高い受光感度、リジェクション比を持つデバイスで

あったが、より受光感度の増大が必要だと考えられる。本

研究では、ゲートの短ゲート化による性能向上を目指し

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線露光装置 

【実験方法】 

Fig. 1 に作製した HFET 型光センサの断面構造を示

す。試料は、サファイア基板上に低温バッファ層を用いて

作製した GaN テンプレート上に C ドーピング GaN、

u-GaN 中 間 層 、 Ga0.86In0.14N チ ャ ネ ル 層 、

Al0.15Ga0.85N バリア層、p 型 GaN ゲート層を順に

MOVPE 法で成長させた。デバイスプロセスにより可視光

センサを作製した。またゲートのリソグラフィに関してはナ

ノテクプラットフォームの電子線露光装置を用いゲート長

は 200 nmまで短ゲート化した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2に波長 450nmの光照射時および暗電流のゲー

ト長依存性を示す。ゲート長を短くすることによって光電流

および受光感度の増大が確認でき、ゲート長 200nmに

おける受光感度は 3.23×104 A/W、リジェクション比は

1.29×105が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

1. “AlGaN/GaInN/GaN系 HFET型可視光センサの短

ゲート化” 山田雄也，藤嶋遼，岩谷素顕，竹内哲也, 

上山智, 赤崎勇: 第 67回応用物理学講演会、上智

大学、2020年 3月 11日～14日（発表予定）. 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 Schematic view of sample structure. 

Fig. 2 Gate length dependence of photo current. 


